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概  要 

 

現在製造されている半導体素子は、シリコンを材料としたものが中心です。

シリコンは地球上で酸素に次いで二番目に多い元素であり、人体にも無害であ

ることから環境問題の点からみても非常に優れた材料であるといえます。した

がってシリコン系新材料の開発は、安価で無害という特徴から、今後環境問題

が重要となる産業的な面からみても非常に有用であると考えています。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

シリコンの結晶構造は、一般的にダイヤモンド構造が知られていますが、特

定の条件下では、籠状のクラスレート構造を示すことが発見されています。シ

リコンクラスレートは、ほとんどの場合が Na などの金属原子（ゲスト）を内

包する形で形成され、ゲストの種類によって作製方法や特徴が変化します。 

本技術の 

有用性 

ゲストを抜き取り、骨格となるシリコンのみを残したものも存在し、それを

ゲストフリーシリコンクラスレートと呼んでいます。ゲストフリーシリコンク

ラスレートは、その特徴的な結晶構造や理論計算によりバンドギャップが

2.0e となることが示されており、熱電変換素子や太陽電池など半導体デバイ

スの分野で新材料として期待されています。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

  

適用可能製品 
薄膜太陽電池材料、熱電変換素子材料 
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